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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

積層セラミックコンデンサ（MLCC）の電極間に電圧を掛けた際、セラミック部に
どのような電位分布が形成されるのかを調べたいと考えている。分析手法としては、
KFMによる表面電位分布の観察が候補となるが、どのような条件で観察するのが最
適なのか、把握できていない。本実験では、大気中での測定と窒素雰囲気中での測
定を比較し、電位分布の観察結果が変わるのかを検証するため、雰囲気制御型SPM
を利用することとした。

実験
Experimental

MLCCの断面を作製し、コンデンサの電極間に5Vの電圧を掛けた状態でKFMの測定
を実施した。得られた表面電位像は、電位分布を反映する画像となる。測定雰囲気
が結果に与える影響を調査するため、大気中（温度23℃、湿度23％）と窒素雰囲
気中（温度23℃、湿度0.1％以下）にて観察し、結果を比較した。

結果と考察
Results and Discussion

電極間には直線的に変化する電位分布が観察され、大気中と窒素雰囲気中で同様の
観察結果となった（図1）。このことから、湿度23%程度であれば、吸着水の影響
で電位分布の観察結果が変化するようなことはないものと判断される。
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図1 大気中と窒素雰囲気中で実施したMLCC断面のKFM観察結果（形状像、電位像、
電位プロファイル）の比較。
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